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El invento se refiere a un perceptor provisto
de un panel captador formado con un sistems de barras
cruzadas de conductores de fila y columna y elementos
captadores que estan dispuestos entre intersecciones, es
tando conectados dichos conductores a salidas de genera-
dores de exploracidén de fila y columna cada uno de los
cuales aplica impulsos sucesivos con una tensién de re
ferencia a las sglidas, estando conectado dicho panel a
un circuito de salida para aplicar una sefial de salida
a una salida del perceptor mediante una seleccién de fi
la y columna, estando conectadas las salidas del genera
dox:de exploracién de filas a bases de transistores ca-
da uno de cuyos emisores estd conectado a un conductor
de fila.

Ha gido descrito un perceptor de este tipo en
un articulo en el "I,E,E,E, Journal of Solid State Cir-
cuits" de diciembre de 1.969, péginas 326 a 333. Pueden’
ser campos de aplicacidén del perceptor formado con ele.
mentos captadores fotosensibles, por ejemplo, cémaraS’dg
televisidn, lectores épticos para computadores y disposi
tivos de reconocimiento de caracteres.

Ha sido establecido que el circuito de salida
estd acoplado a los conductores de columa y esto se rea
liza a través de varios iransistores cada uno de los cua-

les esta constituido con un electrodo de control aisledo,
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tales como transistores de efecto de campo. Los transisto-
res dispuestos en el circuito de salida son hechos condu-

cir alternativamente por impulsos aplicados por el genera-
dor de exploracién de columa a los electrodos de control.

El Articulo afirma que una exposicidén intensa
localmente provoca una considerable interferencis de modu-
lacidén cruzada en elementos captadores préximos.

Adicionalmente, cuando se utilizan los transis-
tores de efecto de campo funcionando como conmutadores en
el circuito de salida, cada uno de estos transistores tie
ne una resistencia considerable en su estado de conduccidn,
cuyas resistencias tienen mutuamente una determingda dis-
persidn. Cuando se reproduce la sefial de salida proporcio
nada por el percepbtor, la dispersién en estas resistencias.
gse pone de manifiesto como franjas situadas en la columa
o direceidn vertical,

La utilizacidn de fototransistores bipolares én
el panel captador y transistores de efecto de campo en el
circuito de salida requiere dos tecnologias diferentes en
el caso de una estructura integrada en un Unico y mismo - -
cuerpo semiconductor, lo cual es un inconveniente para‘éi'

coste de fabricascidn porque se aumenta el nimero de pasos-

de tratamiento.
En la realizacidén descrita del perceptor, los

fenémenos de modulacidn cruzada entre los diversos elemen
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tos captadores provocada por acoplamientos pardsitos y
capacidades tienen lugar en un grado més o menos fuerte
en la sefial de salida y son apreciables en formas pertur-
badora fendmenos transistorios originados por la selec-
cidén de fila y columma.

Un objeto del invento es crear un perceptor en
el cual los fendmenos transistorios perturbadores y la
modulacidén cruzada‘son reducidos en un alto grado en la
sefial de salida, y a este respecto el perceptor de acuer
do con el invento estd caracterizado porgue los colecto-
res interconectados de dichos transistores conectados al
generador de exploracidén de filas estén conectados al cir
cuito de salida.

Es posible una ulterior reduccién de interféreg
cia en un perceptor pro&isto de elementos captadores fég'
mados con un tramsistor fotosgnsible cuyo emisor esta co
nectado & uno de los conductores de columna y cuyo colec
tof estd conectado a uno de los conductores de fila, yf'
que estd caracterizado porque las salidas del generadbfg:
de exploracidn de columna son portadoras de una determi..-
nads tensién que pone al corte los mencionados transisto-
res en la ausencia transitoria del mencionado impulso con
la tensién de referencia. '

Es posible una reduccién adicional de la inter-

ferencia en un perceptor que estd caracterizado porque los



aiz o’

mencionados colsctores interconectados estan conectados

a un emisor de al menos un transistor que se encuentira

en el circuito de salida, estanfio conectada la base de

dicho transistor a una fuente de polarizacidén y estando
5 acoplado su colector a la salida del perceptor,

La estructura propuesta del perceptor eliming
la influencia de capacidades parasitas. Este es el caso
de los conductores de fila manteniendo constante la ten
gién aplicads al conductor de fila a través del mencio-

10 nado transistor conectado al mismo en una fila seleccio-
nada utilizando conmutacidén de alta frecuencia entre las
columas, y en 1o que respecta a los conductores de columna
aplicando una tensidén sobre estos conductores aun cuando
estd ausente el impulso con lg tensiébn de referencia;gﬁﬁg

15 guno de los conductores de columa puede estar en vacio.
Se consigue una eliminacién adicional haciendo que el
transistor en el circuito de salida aplique una tensidn
constante a los colectores interconectados de los transis
tores que estan conectados a los conductores de fila 3- _

20 efectuando la conmitacidn en baja frecuencia entre los”dbg
ductores de fila. Debido a las mencionadas medidas adqéi‘_
tadas ya no se presentan de menera apreciables en forms
perturbadora, en la seflal de salida del perceptor, la ig
termodulacidn y los fendmenos transistorios.

25 Se describirid el invento con mayor detalle con

21.4.73 - 5 -
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referencia a las siguientes Figuras, como ejemplo, en las
cuales:

La FPigura 1 representa un diagrama de circuito
de conmutscién de un perceptor de acuerdo con el invento,

La Figura 2 representa una segunda realizacidn
de un circuito de salida sdecuado para este percepltor de
acuerdo con el invento, y

Las Figuras 3a z 3d representan la estructura
de un panel captador que se encuentra en el perceptor de
acuerdo con la Figura 1, en un cuerpo semiconductor.

En el perceptor representado en la Figura 1, de
acuerdio con el invento, los conductores de fila y columna

que constituyen un sistema de barras cruzadas estan desig

ados sucesivamente por A A cecees

natos s POT 207 P20’ 307 Ayo T dop?
oo owmed o L i

AOZ’ A03, AOX as referencias A01, AOZ’ A03, y

AOX no solamente designan los conductores de columma sino
también las sefiales de que son portadores a medida que son
conectados a las salidas de un generador de exploracidn
de- columna designaedo por G_. Los conductores A A _, A
S ¢ 10" “20" 730
y AYO de fila estén conectados a los emisores de transis~
tores TlO’ T20' T3d~y TYO’ respectivamente, cuyas bases
estdn conectadas, a través de conexiones con algunas ss-
fiales representadas por i
P P All’ AZl’ A'31 ¥ AYl’ a laS salidas
de un generador GY de exploracidén de fila. Para obtener un

acoplamiento entre los instantes en que se presentan dichas
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fi teevee ] esenta"
sefiales All......AY1 y Aol on, ha sido repr
do que se aplica una sefial S de sincronismo a los genera-

dores GY y G,. Esta seflal S puede ser, por ejemplo, una
gefial de sincronismo de televisidn., X designa el numero
de puntos de imagen que constituyen una linea de televi-
sién e Y es el ndmero de lineas que constituyen una ima-
gen de televisién. E1l entrelazado es posible en este ca-
50,

Los colectores de los transistores Tlo’ T20"""
T, estén conectados entre si y estdn conectados, a través

Y0
de un conductor A . de salida, a una entrada Zo de un cir

cuito 2 de salidaog estan conectados en é1 a los emisores
de dos transistores Tl y T2. Las bases de los transistcres
T, ¥ T, estén conectadas a dos salidas de una fuente Wl de
tensidén., La sefial S de sincronismo estd aplicada a la fuen
te Wl y, bajo su control, la fuente Wl proporclona una sen
sién M_ ¥y Mi que estd compuesta por una tensidn de polari-
zacién que tiene un valor de +U1 y una tensidn alterna de
variacidn en onda rectanguler. La tensidén alterna de onda
rectanéular tiene lugar en las tensiones I ¥ ﬂa en oposi
cidn de fase y el resultado es que los transistores I, ¥
T estdn alternativamente conduciendo y al corte, _
Ademds el circuito Z de salida estd provisto de
una segunda fuente W,_ de tensién sincronizada por la sefial

2
S ¥ que proporciona tensiones M2 y ﬁz. Se ha mostrado pa-~
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ra las tensiones M2 y MZ’ que tienen una varigeién en on
da cuadrada én oposicidn de fese entre los valores de +U,

v +U3. La tensién I, estd aplicada al 4nodo de un diodo

2

Dl cuyo cdtodo estd conectado al colector del transistor

Tl. El punto de conexidn del diodo D1 ¥y el transistor Tl,

designado por Zl, estd conectado a través de un condensa~
dor Cl ¥ en paralelo con el mismo una disposicién en seris
de un diodo D2 y una resistencia Rl a una conexién la cual

es portadora de una tensidn continua del valor ¢U3. Del

mismo modo la salida de la fuente Wz, que e8 portadoras

de la tensién Mé, estd conectada a través de un diodo Dy
al colector del transistor T2 y un punto 22 de conexién
asi formado estd conectado a través de un condensador 02

¥y un diodo D4 en serie con la resistencia R, a la cone-

1
xién que transporta la tensidn +U_ continua. Ta tensidn

3

+U3 continua puede estar derivada de un modo no represen
tado de una fuente de alimentacidén conectada a masa que,

por ejemplo, también alimenta la fuente W_. El punto de

2.
1 iodos D D A CO-
1 y los diodos 5 y 4 esta co}

nectado a una salidas designada por Z3 del perceptor de

unién de la resistencia R

acuerdo con la Figura 1.

Para explicar el funcionamiento del circuito 2 de
salida es valido lo -siguiente; Se supone que los puntos
Zl Yy Z2 son portadores ambos de una tensién que es igual

a la tensidén +U. menos una tensidn Ub de umbral de diodo

3
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que se presenta, entre otros, a través de los diodos
Dy evuere D4. La tensidn +U3 se presenta en ia salida Z3.
3e encuentra a partir de las tensiones Ml y M1 represen-
tadas en la Pigura 1 que en el caso de funcionamiento ci
5 clico siempre conduce uno de los transistores T1 y T2 y
el otro esta al corte, mientras que se deduce de las ten
siones M2 y ﬁz que se cumple lo mismo para los diodos D3
y Dl. Cuando el transistor , entra en conduccidén en un
instente t designado para la tensién Ml en el cual el
10 diodo Dl estd bloquesdo y cuando la entrada ZO toma algu-
na corriente durante un corto periodo, la corriente se de
riva, a trevés del transistor Tl, del condensador C. Ls
tensién en el punto Zl disminuye de este modo al tiempo
que c¢ircula una corriente de fugas despreciable a través
15 de la resistencia Rl y el diodo D2 hacia el punto Zl. Ta
caida de tensidén a través del punto Zl tiene lugar igual-
mente en la salida Z3.
Subsiguientemente el transistor L,y el diodoi
D3 estdn bloqueados en un instante tl bajo el control de‘
20 las tensiones Mi y M2 y bajo la influencia de las tensio~,
nes Mi y M2 entran en conduccion el transistor T2 y el
diodo Dl' Lg fuente W2 aplica la tensidn +U3 al diodo D
de modo que la tensién en el punto Zl aumenta 1nmedlata~

mente hasta la tensidén +U, - QD mientras gue la tensidn

3

25 UD aparece g través del diodo Dl. La sglida 23 comenza~

21.4‘073 - 9 -
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ria de este modo a transportar la tgnsién +U3 8i no fuese
por la entrada ZO que toma alguna corriente durante un
tiempo corto en el caso de conduccién del transistor Tz,
cuya corriente, derivada del condensador 02, hace que

disminuye la tensidn en el punto Z. y por tanto en la sa-~

2
lida Z3.

Cuando subsiguientemente entran en conduccidn
el transistor Tl y el diodo D3 en el instante tz, ge re-
pite el efecto descrito,

Dos puntos importantes para el circuito Z de sa
lida son los siguientes:

Puesto que siempre conduce el transistor Tl 0
bien el transistor T2 indistintamente, la salida Zo es
portadora de una tensién +U4 més o menos constante, Cuando,
por ejemplo, se cumple que la tensién +U1 es igual a *5V,‘
la tension M1 varia entre 5%0,3V y que la caida de tensién
base emisor que es-tan grande como la tensién Uh, es igual
a 40,7V, la entrada ZO es portadora de una tensién U4 f :
4,7V, La fuente Wl esta entonces activa como fuente de po
larizacién para el transistor Tl o el transistor T2 en
conduccidn,

Junto con el transistor Tl ¥ a través del diedo
D. con la fuente w2, el condensador Cl constituye un in-

1

tegrador (Cl’ Tl, Wz). La fuente W2 es activa con la ten-
sién ¥U3 como fuente de tensidn de referencia., Con rela-



cién a la tensién +U3 - U, en la cual lg tensién UD tiene
lugar e través del diodo Dl, el punto Zl de conexién tiene
una caida de tensidn que estd dada por la corriente que
tiene lugar en la entrada ZO ¥y que es integrada por el
5 condensador Cl. En este caso la caida de tensién méxima
dada por la corriente integrada no debe exceder el valor
(U3 - Ug) porque de otro modo el diodo Dl puede empezar
a conducir de un modo no deseado en el caso de que conduz
ca el transistor Tl. Del mismo modo el condensador 02, el
y la fuente W_ conectada al mismo a través

2 2
del diodo Dy constituyen un segundo integrador (02, Tz,

10 transistor T

w2). Para las tensiones dadas puede cumplirse que la ten~

sién de referencia U. = 10V y que la tensiédn U2 es aproxi

3
madamente igusl a TV.

15 Las ventajas del circuito Z de salida son evi-
dentes por la descripcidn adicional del panel captador co
nectadd a la entrada Zo con elementos TC captadores qué »
estén dispuestos entre intersecciones. Estén conectados .
transistores Tll vesves TIX n-p-n a las intersecciones en

20 tre los conductores Alo P AYO de fila y los conductp
res AOl cacens AOX de columna, E1 colector de cada uno de-’
los transistores Tll sresee TYX esta conectado g uno das.

los conductores A,. +..e0. A de fila y el emisor estd
10 Y0

conectado a uno de los conductores Ao eseeve A X de co=-

1 0
o L i TR H sevves H
25 lumea. Los transistores Tll TlX’ T21 TZX?

21.4‘-73 - ll -
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T eveses T constituyen filas los transistores T
el X Y ¥ 1

* o000y T .T ‘.....T ‘T .'....T constit e
Y1’ 12 y2' “1x X uyen

colummas. Las bases de los transistores Tll vssaece T

X
estén conectadas, a través de condensadores cll eoveee Cypy

5 a los colectores y no estdn conectadas adicionalmente, Los
condensadores Cll ceevea CYX pueden ser, por ejemplo, con
densadores que tienen un dieléetrico fotosensible, pero
en una forma préctica estarsn determinados por la unién
base colector fotosensible que se presenta en los tran-

10 sistores Tll senuos TYX y que estd en un estado de cor-
te.
Los conductores A.  +v...0 A YV A

LY B A A ] A
: 10 Yo ° 01 0X
de fila y columna tienen capacidades parésitas que se ma-

.

nifiestan mutusmente y a masa que estén distribuidas a lo
15 largo de los conductores pero que estédn indicadas en la
i %o C es s o e C C .". 7
Figura 1 por un unieco condensador 10 0 ¥ o1

veave COX a mass. E1 conductor AOO de salida tiene también

una capacidad pardsita distribuida que esta indicada por

un condensador O a masa. En el perceptor de acuerdo con
20 el invento las capacidades Clo tesace CYO COl cscasa COX

00 gue provocan normalmente

una interferencia en la forma de fendmenos transitorios.

parasitas y el condensador C
y modulacidén cruzada en la sefial de salida del panel cap-

tador, no originarén solamente interferencia.

25 Parg explicar el funcionamiento del perceptor

21.4.73 - 12 -



de acuerdo con la Figura 1 se supone gue los condensado-

res 011 cveves CYX constituidos por la unién base colector
en estado de corte en los transistores Tll savees TYX son
irradiadas por luz despuds de cargarse a una tensién de

5 referencia que se describiré posteriormente. Los fotones
de la luz producen pares electrdén hueco en las capas se-
miconductoras de los transistores Tll cecens TYX' Depen-
diendo de la intensidad de la exposicién local, los pares
electron hueco generados cerca de la unidn base colector

10 descargan los condensadores C11 soeven CYX que se mani-
fiestan en esa zona. En un instante t3 mostrado en la Fi
gura 1 se cumple lo siguiente: ha sido establecido para

- la sefial All que en el instante t3 la base del transistor

T. proporciona una tensidén +U. mientras que es evidente

5
15 de las sefiales Ay ¥ AYl que las bases de los transistores
T20 cesave TYO tienen una tensidn Uo. La tensiébn UO pusde

ser la correspondiente al potencial de masaz y por tanto
UO = 0V, Se encuentra a partir de las sefiales AOl cesnsse
AbX para los conductores de columna que en el instantett3

20 ‘'se presents una tensidén +U6 a través de los conductores -
de columa., Por ejemplo, para U5 =3,V y¥ U6 = 3V ningu;?
de los transistores Tll sesens Tlx pueden conducir. En gl
instante t3 se presenta en la sefial A01 un impulso con UO
= OV que dura hasta el instante t4. El resultado es que

25 con OV a través del conductor AOl de columna y U5 = 3,7V

21.4073 had 13 bt
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través de la conexidn A los transistores T T
& 11’ 107 11

entran en conduccién. E1l condensador Cll’ por ejemplo des
cargado parcialmente por los fotones, es cargado ripida-
mente a través del camino colector-emisor del transistor
Tlo hasta que se llega al estado en el cual el condensa-

dor Cll tiene una tensidn de U5 menos las caidas de ten-—

sién base emisor de los transistores T 0¥ T,,s es decir,

1
hasta U5 - QQD = 2,3V, La carga requerida para ello se de

riva, a través del tramnsistor T2 controlado por la tensidn

ﬁl’ del condensador C,. Cuando, por ejemplo, el condensa-

2'
dor Cll es descargado por los fotones a 2V y cuando se

cumple que C__ = 1,4 pPF mientras que para un factor /3 de

1l

amplificacién de corriente del transistor Tll se cumple

gue /3 = 100, es tramnsportada una carga de aproximadamen

te 2x1,4x100 picoculombios a través del transistor Tlo'-
Para el valor del condensador 02 = Cl = 100 pF se deduce

que la tensidén a través del condensador C_, se hace igual

2
a 2,8V, Como resultado la tensitn en la salida Z, del per
ceptor disminuye desde U3 = 10V hasta 10-2,8=7,2V. Esta
tensién de 2,8V se presenta, por ejemplo, en el caso de
una exposicién mixime del condensador 011'

E1l trensporte de carga al condensador Cll se rea
liza muy rapidamente porque la resistencia es despreciable
en el circuito de carga asociado con el condensador C2,

y el conductor A .. Cuando

los transist
08 transistores T o1

ot T30 ¥ T4



el condensedor C se ha cargado sustancialmente a la
tensién de referencia con el valor 2,3V, los trsnsisto-

res Ty T. , que son capaces de permanecer conduciendo

bajo ia in;guencia de las tensiones a través de las bases,
5 conducirén una corriente muy baja hasta el instante t4
en el cual faltan unos pocos milivoltios pars llegar a
la tensidén de referencia.
En el instante t4 finaliza el impulso en la se
fial A01 y comienza un impulso en la sefial AQ2. El tran-
10 sistor T es puesto al corte entonces bajo el control de
la tensién ﬁi, mientras que la tensidn Mi hace entrar en
conduceidn al transistor Tl. El resultado es que el con-
densador 012 es conmutado en un circuito de carga que
comprende el condensador Cl’ los transistores Tl, Tlo y
15 T 0 ¥y el conductor A02 de columna. Del modo descrito, se
presenta una cgida de tensidn en la salida Z3 cuya caida
estd determinada por la descarga del condensador 012 efeg
tuada con esnterioridad. Simulténeamente la fuente W2 da. -
tensidén suministre la tensién U3 - U, de referencia a -

20 través del diédo D, para el punto 22 de conexién. Cuando -

3 L
subsiguientemente se presenta un impulso en un instante

t. en la sefial A , al tiempo que el impulso cae en la se

5 03
fial AOZ’ la carga a través del condensador 013 se lleva
a cabo desde el condensador 02.

25 Para el dltimo transistor TlX en la primers fi-

23.4.73 - 15 -
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la de los transistores T eeeses T la Figura 1 mues-—

11 X0
tra que el condensador C1X en un instante g est4 conec-
tado, a través del transistor Tl, al condensador Cl. En

un instante t7 no solamente finagliza el impulso en la
sefial Ay, sino también el de la sefial All’ mientras que

en la sefial A21 comienza un impulso. En un instante %

9

comienza un impulso en la sefial A.. de modo que el pri-

01
mer condensador C21 en la segunda fila de transistores

T21 ceosae TZX estd conectado, a través del transistor

Tz, al condensador C,.. Sucesivamente, los condensadores

c MESAAEE 02X son cinectados al circuito Z de salida.

Ha sido indicado para la sefial AYl que en el instante tl
finaliza el impulso, mientras que se deduce de la sefial
A _ que el condensador C

(04 X
de salida en el instante %, anterior. Subsiguientemente,

estd conectado al circuito 2

el siguiente ciclo de la conexidén sucesiva de los conden

sadores Cll teesas CYX gl circuito % de salida comienza -

en el instante t, mediante la seleccidn de fila y columma

3
con las sefigles A, eevees ne tienen la tensidén +U
a 11 Ay @

5

de referencia y con las sefiales AOl treees AOX que tienen
el potencial UO de masa como referencia.

En la deseripcidn del funcionamiento del percer -
tor de acuerdo con la Figura 1, ha sido tenido en cuente
un periodo de supresidn de sefial, tales como los periodos

de supresidén de linea y cuadro cominmente utilizados en



televisidn, Durante los periodos de supresién no hay .in-

formacién de sefial de video y las interferencias en 1ls

sefial de salida normalmente originadas por la generacién

de sefiales durante estos periodos son eliminadas poste-
5 riormente de la misms por circuitos de fijacién. Se ha

indicado para la Pigura 1 que después de la conmutacién

1
de fila, el impulso en la sefial AOl

en el instante t7 del primer conductor A 0 de fila al se

gundo .conductor A2O
no tiene lugar inmediatamente, sino en el instante tg.

10 E1l tiempo comprendido entre los instantes t7 ¥y t9 puede
ser considerado como periodo de supresién de linea. En
atencién a ung mayor simplicidad se ha tomado en este ca

so una duracién en la cual de otro modo habrisn sido lei
dos dos de los condensadores Cll seseae C1X de fila., En
15 la prictica el periodo de supresidén de linea es aproxi-
madamente el 18% del periodo de linea. Del mismo modo se
llega a un periodo de supresidén de cuadro, porque en el

instante t. comlenza el impulso en lg sefigl All y el im-

1l

pulso en le sefial A . comienza el instante t3. En la

01 N
20 préactica el periodo de supresidén de cuadro asciende a
algunos periodos de veinte lineas.
En el perdeptor de acuerdo con la Figura 1 han

sido utilizados de un modo favorable los instantes tl a. -

t3, t7 a t9, etc, Puesto que durante estos instantes pue
25 den producirse fendmenos transitorios en la sefial en la

21.4‘073 L 17 -
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salida 23, gon introducidos en la misma deliberadamente,
al tiempo que la especial estructura del perceptor de
acuerdo con la Figura 1 asegura que los fenémenos transi
torios no se presentan fuera de los periodos de supre-
sién, Esto se ha conseguido conectando cada uno de los
conductores Al eevees A, de fila, a través del emisor

0 Y0
de uno de los transistores T,, «..... Tyy, a los colecto~

res interconectados conectadiz al cirecuito Z de saglida,
mientras que durante el periodo en que se realiza sucesi
vamente la seleccidn de columna, el transistor (por ejem
plo T2o) del conductor (AZO) de fila seleccionado tiene

aplicada la tensidn +U_ de referencia en su base., Es eli

minada asi la influencia del condensador (020) parésito
que podria producir fendmenos transitorios de interferen
cia en el caso de seleccidén de columna en alta frecuen-
cia. En efecto, al comienzo de la seleccidén de fila el |
condensador (020) parésito libre es llevado a la tensidn
U - UD de referencia durante el periodo (%

5 T
presidn de sefial y el fendmeno transitorio originado por

a tg) de'égk

ello en la sefial presente en la salida Z, se produce del

modo admitido. Subsiguientemente, el traisistor (Tzo)i"i
permanece conduciendo durante todo el periodo de las sub
siguientes selecciones de columna y mantiene el conductor
(A20) de fila, y por tanto el condensador (020) parésitb,

a la tensidn U5 - Ub. El transistor (TZO) seleccionado

- 18 -
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conduce una corriente que varia pulsatoriamente bajo la
influencia de la seleccidén de columna.
Para fines de ilustracién es vilido que los con
densadores C10 seesne CYO tengan un valor de, por ejemplo,
5 X veces 0,5 pF para una disposicidn constructiva, que se
describird adicionalmente con referencia g la Figura 3,
del panel captador de acuerdo con la Figura 1 integrado
en un cuerpo semiconductor.
Se obtiene una ulterior reduccidén de la inter-
10 ferencia no dejando libre ninguno de los conductores Aol
weseve AOX de colugna en la realizacidén descrita de los
elementos TC captadores con transistores fotosensibles
bipolares, sino aplicando siempre una tensidén sobre to-
dos los conductores de columna. La tensién U, =3V a trg
15 vés de todos los conductores Ayg eoeees AOX de columa,
excepto uno, asegura que con relacién a los conductorgs
Alo cocara AYO de fila, todos los cuales estan libres
menos uno, las uniones base emisor de la parte de los
transistores Tll cssees TIX presentes estan al corte en
20 todas las circunstancias. Se ha obtenido una sencilla-
seleccidn de columna fiable utilizando las uniones baso}-

emisor de los transistores Top weeres By cuando se conmy

ta entre las columnas. .

Para un elemento captador, por ejemplo (T22,

25 022), podria realizarse lo siguiente en el caso de un

2104‘-73 - 19 -
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conductor AZO libre de fila y un conductor A02 de columa.

El condensador C,, cargado a la tensidn de referencia de

22
2,3V que representa la unidn base colector en estado de

corte del transistor T22 n-p-n es descargado por la expo-
sicidn local debido a sus pares electrdén hueco generados
fotdénicamente., Particularmente son de importancia los elec
trones generados en el colector de tipo n y los huecos
generados en lg base de tipo p. En el caso de una inten-
sa exposicidén local, la unidén base colector puede ser
completamente descargada y ya no esta por consiguiente

en estado de corte. Una exposicidn adicional continua ge
nerando pares electrdédn hueco mediante sus fotones mien-
tras subsiguientemente el colector actia como emisor. El
transistor T22 ge hace activo, por consiguiente, de un
modo inverso. Una tensidn negativa estd presente a travis

del conductor A02 de columna y el condensador C ° parési

0
to debido a la corriente de fugas que fluye a través deld
condensador 020 fotosensible de modo similar. El resulta-
do es que la tensidn negativa a través del conductor A02'

de columna producida por el transistor T da lugar a

22’
una seleccién de columna incorrecta en el instante eri-éf-T
neo. Esto ha sido evitado en el perceptor de acuerdo con
la Figura 1 aplicando a los conductores no seleceionadés"
de los conductores A.. ...... A de columna la tensidén

01 (04
+U6 de modo que los conductores AOl ceeseshpy de columna
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tengan una tensién definida, La disposicidén libre de los
conductores A, ...... AYO de fila que no son seélecciona-
dos no presenta problemas porque del modo descrito son ad
misibles los fendémenos transitorios dentro del periodo

5 de supresidn de sefial.

La tensidn +U6 sobre los conductores no selec-
cionados de los conductores A01 cevses AOX de columa no
solamente ofrece la ventaja descrita sino también la ven
taja de que los condensadores no representados que se ma-

10 nifiestan entre la base ¥ o1 emisor de los transistores
1‘11 cvonne TYX ¥ que pueden tener un valor de, por ejem~
plo, 0,4 pF, no originan ninguna interferencia de modula
cibn cruzada,

Para fines de ilustracidén, es valido que los

15 condensadores COl eseees Oy tengan un valor de, por -
ejemplo, Y veces 0,4 pF en la construccidén del perceptor
que se describird con referencia a la Figura 3.

Se consigue una reduccién ain adicional de lé
interferencia por la estructura especifica del circuito

20 Z de salida del perceptor de acuerdo con la Figura 1. Sn-
el conductor AOO de salida que estd constituido por los
colectores interconectados de los transistores Tlo coes
e Tyoo estd representado el condensador o0 parasito.

El condensgdor COO no tiene influencias de interferencia

25 porque, como se ha descrito con referencia al circuito Z

21.4.73 - 21 -
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de salida, esta presente la tensidn +U4 en el conductor
AOO de salida.

Para fines de ilustracién es vilido que el con
densador COO tenga un valor de, por ejemplo, Y veces 0,7
pF en la realizacién del perceptor que se describird con
referencia a la Pigura 3.

La realizacidn mds simple del circuito Z de sa-
lida que mantiene al mismo tiempo las ventajas que se han
descrito con referencia a las posibles reducciones de in-
terferencia, seria una realizacidén que utilizara un solo
transistor, por ejemplo, Tl, cuya base estd conectada a
uné fuente de polarizacidn que proporciona una tensidn
constante mientras que el colector estd directamente co-
nectado, a través de una resistencia, por ejemplo,Rl a
la conexidén con la tensidn +U_ (tensién de referencia), -

3

La sglida Z3 conectada al punto de conexidén del tramnsis—-:

tor (Tl) y la resistencia (Rl), transportaria impulsos de
salida bajo la influencia de los picos de corriente a fﬁgl

vés de los transistores Tlo cesecs TYO cuyos picos se pro

ducirian a partir de la tensidén +U.. Un inconveniente de

3

esta realizacién es que el borde anterior de los impul—
sos de salida, que estd determinado por la resistencia

presente en el circuito (Rl’ T_, etc) de carga de los elgi

1
mentos TC captadores, es diferente para los diferentes

elementos TC captadores. El elemento (Tl, Cll) captador,
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tenido en cuenta hasta la entrada ZO, tiene una resisten-

cia de carga diferente de la del elemento (TYX’ C!X) cap-
tador més alejado. Esto tiene el inconveniente de que la
amplitud de impulso obtenida en le seflal de salida no es

y D una medida de la luz incidente, sino que lo es el impul=-
s0 integrado.

Debido a los mencionados inconvenientes, una
realizacidén mejor del circuito Z de salida es aguella en
que se utiliza un integrador. De este modo, por ejemplo,

10 el condensador Cl conectado en paralelo con la resisten-
cia Rl podria estar conectado en serie con el transistor
T. dnicamente presente. Los picos de corriente origina-
dos por los elementos TC captadores tienen lugar de un
modo integrado en la salida Z,. Un inconveniente es que

3
15 la resistencia R, ha de tener un valor bajo a fin de ase -

1
gurar que al final del corto periodo en que es leido uﬁr
elemento TC captador medisnte la seleccidén de fila y co-
Juma el condensador Cl se descargue a través de la re; (
sistencia R1 y esté asi dispuesto para el siguiente ele- -
20 mento TC captador. la constante Rl Cl de tiempo de desf:
carga ha de ser pequefia con relacién al periodo de selég{ﬁ
¢idén. Por otra parte, sin embargo, es deseable que la —
constante R1 Cl de tiempo de descarga sea muy grande a i"
fin de obtener una integracidén satisfactoria.

25 Una mejora es la realizacién del circuito 2 de

21.4.73 - 23 -
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salida representada en la Figura 1, que comprende dos in-
tegradores (Cl, T,, Wl) y (Cz, T, W2) cuyos condensadores
Cl y 02 estén conectados, a través de los transistores Tl
y Tz, alternativamente a elementos TC captadores sucesi-

vos, La resistencia Rl sirve solamente para hacer dispo-

nible la sefial de salida. La pendiente del borde anterior
de lg sefial de salida pulsatoria depende de la resisten;
cia presente en el c¢ircuito de carga. Para el caso en que
tal variacion de pendiente sea indeseable, puede ser uti-
lizada la realizacidén del circuito Z de salida represen-
tada en la Pigura 2.

En el circuito Z de salida de acuerdo con la

Pigura 2 el conductor AOO de salida conectado a la entra-

da 2. del panel captador descrito con referencia a lg Fi-

0
gura 1, estd conectado a los emisores de tres transisto--

res TB’ T4 ¥y TS' Cada uno de los colectores de los tran---

sistores Ty, T, ¥ TS estd conectado a un terminal de un -

4

condensador 03, 04 y C_, respectivamente, cuyo otro te?{ :

5
minal esté conectado a masa., El punto ‘de unidn del con-

densador C, y el transistor T, estd conectado al cétodo -

de wn diodz D5 v al electrodo de control de un transis~ f-
tor T6 de efecto de campo. Del mismo modo, los transisf :
tores T4 ¥y TS estan conectados a los diodos D6 y D7, reé;‘
pectivamente, y a transistores T7 y TS de efecto de cam=

po., Los electrodos de salida interconectados de los tran
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sistores T
i es 6’ T7

sistencia RZ’ a una conexidén que tiene una tensién +U7

y Tg estdn conectados, a través de una re

y estén conectados directamente a la salida 23. El énodo
del diodo D_ esti conectado directamente a una salida de

5
5 una fuente W, de tensidn, el del diodo D7 estéd conectado

3

a través de un circuito El de retardo a dicha fuente y

el del diodo D6 estd conectado a través de un segundo cir
cuito E2 de retardo a la misma. La base del transistor
T4 estda conectada directamente a una salida de una fuen-
10 te W de tensidn, la del tramsistor T3 estd conectado a
la salida de dicha fuente a través de un circuito E3 de
retardo y la del transistor T5 esté conectada a la mismg
a través de un segundo circuito E4 de retardo. El elec-
trodo de entrada del transistor Ig de efecto de campo es
15 t4 conectado, a través de una resistencia R3, a la sali<’
da de una fuente WS de tensidén. La fuente W5 esti ademds
conectada, a través de un circuito E5 de retardo y una "
resistencia R , al eléctrodo de entrada del transistor,ugy
T de efecto de campo. El punto de conexidén del circuif~’n
20 to E_ de retardo y la resistencia R, estd conectado, a
través de un circuito E6 de retardo y una resistencia ﬁé;”
al electrodo de entrada del transistor T6. Las fuentes
W3, W4 y W5 de tensién proporcionan tensiones My, M, y -
Ms continuas en las salidas bajo el control de la seHal -

25 S de sincronismo aplicada a las mismas. Las tensiones MS,

21.4,73 - 25 -
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M, y M5 tienen una variacidén pulsatoria con relacidn a

un valor medio de ¢U8, ¥Ug v +U, . respectivamente., Para

10
las variaciones pulsatorias se cumple, por ejemplo, que

M3 : U8 (=0,5V) £ 1,57, M, : U9 (= 5V)g 0,3V y My ¢ Ty
(= 7,5V) & 1,5 V, mientras que para la tensién +0, conti-

nua constante se cumple que U, = 12V, Las tensiones M_ y

T 3
M4 tienen un impulso dirigido positivamente gue tiene una
duracidn de’(, que es igual a los tiempos de retardo de

los circuitos Ei sesess B _de retardo mientras que la ten

6
sién M5 tiene un impulso dirigido negativamente. De las
tensiones Mﬁ, M4 y M5 resulta un periodo de repeticidn

de impulsos de 3°¢ .

E1l tiempo T indicado en la Figura 2 corres-
ponde al tiempo en que uno de los elementos TC captado-
res de la Figura 1 estd conectado, a través de uno de los

transistores T veoses T o al conductor A de salidag.z

10 Y 00
Para el tiempo "4 dado en la Figura 2 se cumple que la

tensién M. mentiene en conduccidén al diodo D_, la ten-

3 5’

sidn M, mentiene en conduccidén al transistor T,V la ten

sidn Ms mantiene en conduccidn al transistor T8 de efedf'
to de campo. E1 resultado es que la fuente W, activa o - -
mo fuente de tensidén de referencia, proporciona la ten~.
sién de referencia de US = 8,5V & 1,5V = 10V para el coﬁ-’
densador 03. La corriente derivada de la entrads Z0 esxf'

t4 derivada del condensador C4 a través del transistor
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T mientras que la conductancia del transistor TS de efec-
to de campo, que estd determinada por la tensidn a través
del condensador CS’ proporciona una caida de tensidn g
través de la resistencia Rg. Durante la siguiente duracidn
5 "CC  de tiempo, el transistor T,s el trensistor T_ de
efecto de campo y el diodo D7 conducirdn mientras que sube
siguientemente el transistor T6 de efecto de campo, el
diodo D . y el tramsistor Ts conducirdn. En vez de utili-

6
zar 1los circuitos E. seeees E6 de retardo, las fuentes

10 w3, W4 y W5 pueden estar provistas de tres salidas que
son portadoras de tensiones desfasadas 1209,
El resultado es que en un ciclo de tres pasos el

condensador C 04 o Cy se carga hasta la tensién de re-

'
ferencia, subiiguientemente sufre ung descarga y es en-

15 tonces conectado a la salida 23. Puesto que los transic-
tores T, T ¥ T8 de efecto,de campo estdn provistos dg
un electrodo de control aislado, no es influida la carga -
de los condensadores 03, C4 y 05 al tener lugar su inté;%;
conexién a la salida Z,, De este modo la resistencia R

3
20 estd conectada en el circuito Z de salida representado

en la Figura 2 a un circuito de medida de carga que com=--"

prende los transistores T, T7 y T en serie con las re- .

8 ces
sistencias RS, R4 ¥ R3 y la fuente W5. Son posibles alter-
nativamente otras realizaciones del circuito (T6’ T7, Té;'

25 Ws) de medida de descarga. En las realizaciones represen-
1.5.73 - 27 -
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tadas en la Figura 2 no solamente se elimina la variacidn
de la pendiente del borde anterior, sino que se obtiene
una sefial de salida cuyo valor es constante en todo el
periodo de seleccidn.

5 Las Figuras 3a a 3d representan una realizacidn
de un panel captador representado en la Figura 1 con los
elementos TC captadores integrados en un cuerpo semicon-
ductor. ILa Figura 3a es una vista en alzado de parte del
cuerpo semiconductor. La figura 3b representa un corte

10 transversal parcial del cuerpo semiconductor tomado sobre
una linea K., K_ . Las Figuras 3¢ y 3d representan cortes

12

transversales en direccidn transversal a la linea Kl’ K2

que estdn tomados sobre una linea L L2 ¥ Ql’ Qz. La re~

1!
lacidn entre los diferentes cortes transversales estd de-
15 signada por L, Q y K.

Las Piguras 3a a 3d representan que el cuerpo
semiconductor estd compuesto de un substrato de materiai.-
gsemiconductor de tipo p sobre el cual estin formados cdﬁ;'
partimentos de material de tipo n por difusiones de sepa--

20 racidén de material de tipo p**. En algunos compartimentos-
estéd dispuesta una llamada capa enterrada de material n¥, -
como se utiliza cominmente para fines de acoplamiento.

En los compartimentos han sido formadas islas con materiél

de tipo p* ¥ n**, Las notasciones mis y menos utilizadas

25 para el material semiconductor de tipo n y p indicen una'

21.4.73 - 28 -
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concentracién mis o menos fuerte de donadores o aceptado-

res. Las diferentes concentraciones se han pusesto de re-
lieve por medio de diferentes tipos y espesores de lineas
en las Piguras 3a a 3d. En el compartimento la capa de
tipo n, la capa enterrada de tipo n* y una isla de tipo
n** en forma de peine constituyen un colector comin (Pi-
guras 3a y 3b). Esti dispuesta una capa aislente transpa-
rente, por ejemplo de 6xido de silicio, no representada,

a través del cuerpo semiconductor, cuya capa estd provis-—
ta de aberturas de conexidén indicadas en la Figura 3a por
rectdngulos provistos de diagonales, Estén dispuestas ban
das eléctricamente conductoras, por ejemplo de aluminio,
sobre la capa aislante y las aberturas de conexidén. Las
bandas estén designadas por las referencias utilizadas

en la Figura 1 para los conductores y conexiones A. En'las
Figuras 3b, 3c y 34 las islag de base de los transistoréé
L T21 y T22 estdn designadas por b, las islas de emi#f'
sor estdn designadas por e y las islas de colector estén

designadas por ¢ antes de la referencia T,

Los conductores AOl’ AO2’ etc, de columsg estéﬁ 

formados como bandas conductoras mientras que los conduc-

tores A, Any, etc. de fila estdn formados como una isla’ -

10
de colector comin en forma de peine que se extiende den=--
tro del compartimento cTzl = cTzé = see0es que tiene una

conexidn que tiene una banda corta ( por e jemplo AZO en



VALY

cién que utiliza dos grupos de bandas se tiene la ventaja
de que se evitan cruces intrincados que requieren mucho es
pacio., En este caso se cumple que la isla cTZl = cT22 =

5 veeess G@ colector comin tiene una resistencia mayor que
una banda de aluminio. La resistencia de lz islag cTzl,

eT evesss de colector puede ser, ﬁor ejemplo, de 30

1
ohiios por cada elemento TC captador en una fila. La men-
cionada resistencia de carga para el primero o el ultimo

10 elemento captador en una fila ha aumentado por comsiguien
$e en un factor de (X - 1) veces 30 ohmios. Si la isla
de tipo n** en forma de peine en los compartimientos es-
tuviese subdividida, la resistencia seria dos veces ma-
yor. Utilizando la integracidn de sefiales en el circuito

15 Z de salida de la Figura 1, la resistencia no conduce a -
una distorsién inadmisible de la sefial de salida. la dis-
torsidén se pone de manifiesto en una pendiente de impuiéo_
diferente en la sefial de salida., Para el circuito 7 de sz
lida de acuerdo con la Figura 2, se evita totalmente la

20 distorsién mediante la separacién entre la integracién
de sefiales y su trensmisidn hasta la salida ZB'

Los condensadores C11 cesenn CYX base colecto;
de la Figura 1 estin formados en las Figuras 3b y 3d en
el drea de las transiciones entre la isla de base de ti—?

25 po p*, por una parte, por ejemplo bT2l, ¥, por otra parte,
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la isla oT . de tipo n** y 1la capa n en el compartimento.
Los condensadores C ceseas CYX se han hecho de la mayor
capacidad posible solapando con la isla n** a las islas
de base, y se obtiene una fotosensibilidad satisfactoria
haciendo pasar la banda de aluminio opacs del conductor
AO de columna sobre una parte estrecha. La capgcidad ba-
se emisor no deseada entre la isla cT21 de emisor y la is
la bTZl de base es tan pequefla como es posible. Extendien
do la isla de colector, por ejemplo cT22, de la Figura 3b,
dirigida més alld de la isla bT22 de base, hasta la isla
bT21 de base en un modo de solapamiento, se ha consegui-
do que sean necesarios requerimientos de precisién menos
rigurosos para formar las islas de base mediante difusip
nes, En resumen, la isla de colector comin n** en sola-
pamiento proporciona las ventajas de una resistencia mas
pequefia, uns mayor capacidad fotosensitiva y requirimier-
tos de precisidén menos rigurosos para la difusidén de ba-
se.

Los condensadores ClO ceesee CYO parasitos des-
critos con referencia a la Figura 1l se presentan en una.lz
forms integrada entre la transicién de la capa n y la éh;ﬂ

pa n* al substrato p~ y de la capa n a las zonas de difu<

sién de separacién de tipo p*T.

Los transistores T cesess I de la Figura i:-
10 YO .

estan formados de un modo simple en su propio comparti-
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miento que esta dispuesto perpendicularmente a los compar-
timentos de los conductores Alo cevrus AYO de fila, Los
colectores cT,,, cT,,, etc. estan interconectados por una
inica banda de aluminio como conductor AOO de salida,

Aunque solamente se ha dado en su forms integra-
da en un cuerpo semiconductor la realizacidén de los ele-
mentos TC captadores y los transistores Tlo eveaas TYO’
pusden estar alternativamente integrados en é1 los gene-
radores GY v GX de exploracidn.

La rezlizacién integrada del perceptor represen-
tada en las Figuras 3a a 34 es ung realizacidén que utili-
za los llamados transistores bipolares. Esto es especial-
mente importente para los transistores Tlo cevcoe TYO'

En efecto, se ha descrito anteriormente que la resisten-
cis presente en el circuito de carga de un elemento TC -
captador, por ejemplo (Tll, Cll) ha de ser tan baja que

el condensador C,, al final del periodo de seleccidn es—
t4 cargaéo a la tensién de referencia. Sin embargo, cusn-
do la resistencia de carga es tan grande que no Se alcaﬁ;‘>
za la tensidn de referencia, la insuficiencia de la car- ;'
ga remanente produce wna interferencia de modulacidén cru~
zada en la siguiente seleccidn. Puesto que la resistencia
de carge esti también determinada por la resistencia de
pg? "ttt O TYO en conduccidn,

es importante mantenerla lo més basja posible. Los tran-

los transistores T g\
10’
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sistores bipolares tienen una resistencia desprecigble en
contraste con los transistores de efecto de campo, por
ejemplo los transistores MOS, que tienen una resistencia
considerable entre los electrodos de entrada y salida,

5 Cuando se forman los transistores Tlo cecone TYO como tran
sistores de efecto de campo, pueden producirse fendmenos
de modulacidén cruzada de modo que la construccidén bipolar
es con mucho preferida.

Esta solicitud que corrésponde a2 la presentada
10 en Holanda, el dia 4 de Marzo de 1.972, con el n? 7202906,
se acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Es-

tatuto sobre Propiedad Industrial.

15
Reivindicaciones

20 Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidén en Espafia, por VEINTE afios, son los ”f
que se recogen en las reivindicaciones siguientés: a

18,- Un dispositivo per&eptor provisto de un ’
25 panel captador formado con un sistema de barras cruzadas

21.4.73 - 33 -
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de conductores de fila y columna y elementos captadores

que aparecen entre las intersecciones, estando conecta-
dos dichos conductores a las salidas de generadores de
exploracidén de fila y columna cada uno de los cuales apli
ca impulsos sucesivos con una tensidn de referencia a las
salidas, estando conectado dicho panel a un circuito de
salida para aplicar una sefial de salida g una salida del
perceptor mediante una seleccién de fila y columa, es-
tando conectadas lss salidas del generador de exploracidn
de fila a las bases de transistores cuyos emisores estén
conectados, cada uno, a un conductor de fila, caracteri-
zado porque los colectores interconectados de dichos tran
sistores conectados al generador de exploracién de fila
estédn conectados al circuito de salida.

28, Un dispositivo de acuerdo con la reivingi-
cacidén 12, provisto de elementos captadores formados poriA
un transistor fotosensible cuyo emisor estd conectado a -
uno de los conductores de columma y cuyo colector esta
conectado a uno de los conductores de fila, caracterizado
porque las salidas del generador de exploracién de colum- -
na son portadoras de una determinada tensidén que pone en
estado de corte a los mencionados transistores en ausen~
cia transitoria de dicho impulso que tiene la tensidn de
referencia,

38,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-~
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cacidén 12 o la reivindicacidn 28, caracterizade porgue
los mencionados colectores interconectados estén conec-
tados a un emisor de al menos un transistor que se en-
cuentra en el cireuito de salida, estando conectada la
base de dicho trensistor a una fuente de polarizacién y
estando acoplado su colector a la salida del perceptor.

48,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin-
dicacidén 38, caracterizado porque estd dispuesto un inte
grador con un condensador y una fuente de tensién de re-
ferencia en el circuito de salida entre la salida del
perceptor y el colector del mencionado transistor, conec
téndose dicho integrador a los elementos captadores median
te la seleccidn con el generador de exploracidn de fila y
columna.,

5&,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-
cacidn 48, caracterizado porque el circuito de salida tie
ne dos integradores cuyos condensadores estan conectados
alternativamente a elementos captadores sucesivos o estin -
conectados a la tensién de referencia de la fuente de ten
sidén.

6&.- Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-
cacidn 48, caracterizado porque el circuito de salida in-- .
cluye tres integradores cuyos condensadores estan conec-'
tados alternativamente en un ciclo a la fuente de tensidn

de referencia, a uno de los elementos -captadores y a un
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circuito de medida de carga conectado o la salida.

T78.~ Un dispositivo de acuerdo con cualquig
ra de las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porgue el perceptor estd integrado al menos parcizl-
mente en un cuerpo sgemiconductor, estando dispuegtas
las filas de los elementos captadores formados como
trangisvores en compartimentos formados por zonas de di
fugién de separacidn, estando formado el conductor de
fila como una igla de colector comiin que se extiende
en el compartimento y estando previsto el conductor de
columna como una banda conductora sobre el cuerpo semi
conductox,

88,~ Un dispogitivo de acuerdo con la reivin
dicacibn Ta, caracterizado porque la mencionada isla de
colector estd dispuesta en un modo de solapamiento a
través de iglas de base separadas, de los transisiores
en log elementos captadores.

92,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin
dicacidén 72 o la reivindicacién 82, caracterizado por-
que los mencionados transisbtores conectados al genera-
dor de exploracién de fila estdn formados en un compay
timento que estd dispuesto perpendicularmente a los
compartimentos de las filas, mientras que estd dispueg
ta la conexién entre los colectores como una banda con

ductora sobre el cuerpo semiconducior,



108,- Un dispositivo perceptor provisto de
un panel captador,
Tal y como se¢ ha deserito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafan
5 y con los fines que se han especificado.
Egta Memoria consta de treinta y siete hojas

escritas a mdquina por una sola cara.
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